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Telah dibuat kapasitor lapisan tipis Ta20s dengan ketebalan 200 - 400 nm. Lapisan dasar Tantalum
didepositkan secara deposisi berkas el ektron pada kaca prepare setebal 600 nm yang kemudian
dioksidasikan secara anodik didalam elektrolit (NH4)3BO3 dengan nilai pH 8. Sisa lapisan yang tak
teroksidasi berlaku sebagai elektroda dan sebagai elektroda lainnya didepositkan Tantalum diatas |apisan
Ta205 yang telah terbentuk. Karakterisasi dilakukan dengan mengukur besar kapasitansi dan konstanta
dielektrik dengan metoda L CR-bridge, Impedansi AC, dan Penyimpanan muatan. Konstanta dielektrik yang
diperoleh 23 sangat mendekati harga literatur (25). Harga kapasitansi pengukuran secara penyimpanan
muatan umumnya |lebih rendah dari kedua metoda lainnya dan menunjukkan kebocoran muatan yang
terssmpan. Mutu yang tidak tinggi ini dikonfirmasi dengan pengujian arus bocor yang mempunyai orde
besaran mikroAmpere. Hal ini diperkirakan disebabkan adanyainhomogenitas dan porositas pada lapisan
Ta205 yang terbentuk pada proses oksidasi anodik.
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